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원자층증착(Atomic layer deposition, ALD) 방법은 자기제한적(self-limiting) 반응을 특징으로 하는 

증착 방법으로, 원자층 수준의 두께 조절, 균일한 증착, 다양한 물질 적용 가능성 등의 장점을 가

지고 있다. 기존에는 반도체 산업에서 메모리, 트랜지스터, 금속 전극 등에 주로 적용되었으나, 최

근에는 디스플레이, 태양전지, 2차전지 등 다양한 분야로 적용이 확대되고 있다. 원자층증착 공정

에 사용되는 원료물질은 화학증착소재(precursor)이며, 이는 대부분 유기금속 화합물로 이를 기화

시켜 챔버로 전달하여 박막을 증착한다. 성공적인 원자층증착을 위해서는 화학증착소재의 휘발성, 

열안정성 등의 특성을 평가하는 것이 매우 중요하다. 그러나 대부분의 화학증착소재는 공기중에

서 반응하기 때문에 이에 대한 측정이 어렵고, 아직 이를 평가할 수 있는 방법에 대한 연구가 부

족하다. 

따라서 본 연구에서는 다양한 측정 기술을 통해 화학증착소재의 평가를 진행하였다. 화학증착소

재의 증기압 측정은 진공시스템이 적용된 정적 및 동적 방법을 사용하는 증기압 장치를 이용하여 

측정하였으며, 측정 정확도 개선을 위해 outgassing, degassing 등의 과정이 적용되었다. 화학증착

소재의 열안정성 측정은 기상 상태의 분해를 확인할 수 있는 in-situ 측정 기술 및 액상 전구체의 

진공상태에서의 분해 확인이 가능한 측정 기술을 사용하였다. 또한 측정 데이터의 정확도와 신뢰

도를 분석 및 평가하여 공인하는 참조표준(reference standards)과 관련된 연구를 진행하여 화학증

착소재 측정 데이터 처리 신뢰성을 향상시켰다. 

이는 향후 화학증착소재에 대한 측정 기술 및 고신뢰 데이터를 제공함으로써 다양한 분야에 사용

될 수 있는 화학증착소재의 개발 및 공정 최적화 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 
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